
特開2017-226924（村田正義）：
プラズマＣＶＤ装置並びに結晶シリコン系太陽電池及びこれ

を作製するプラズマＣＶＤ法

【課題】

従来のプラズマＣＶＤ装置及び方法では、基板の表面と裏面に同時に薄膜を形成
することができないので、それを可能とする装置と方法を得ること。光電変換効率
に優れたヘテロ接合バックコンタクト型構造の太陽電池のアモルファスシリコン系
薄膜を、シリコン基板の両面に、同時に製膜可能なプラズマＣＶＤ装置及びプラズ

マＣＶＤ法を得ること。

【解決手段】

非接地電極と接地電極からなる一対の電極を有するプラズマＣＶＤ装置で、該一
対の電極にそれぞれ原料ガス噴出孔を配置し、該一対の電極の略中間に、基板
と略一致した形状の貫通孔を有する誘電体で製作された基板保持手段を配置し、
該貫通孔を塞ぐように基板を載置してプラズマを生成させ、該基板の両面に製膜

するようにしたことを特徴とする。
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【特許請求の範囲】

【請求項１】排気系を備えた反応容器と、前記反応容器に原料ガスを供給する原料ガ
ス供給手段と、互いに対向して設置された非接地電極と接地電極から成る少なくとも
一対の電極と、前記一対の電極に高周波電力を供給し前記一対の電極間に高周波プ
ラズマを発生させる電力供給手段と、被製膜基板が載置される基板保持手段とを有し、
前記非接地電極と前記接地電極は、それぞれ原料ガスを噴出する複数の原料ガス噴
出孔を備え、前記基板保持手段は、誘電体で構成され、前記被製膜基板と略一致した
形状を有する貫通孔を少なくとも１以上有するとともに、前記一対の電極の略中間に配

置されることを特徴とするプラズマＣＶＤ装置。

【請求項２】前記基板保持手段は、略平板形の誘電体で構成されることを特徴とする
請求項１に記載のプラズマＣＶＤ装置。

【請求項３】前記貫通孔の開口の周辺に、前記被製膜基板を保持するための基板保
持部が設けられることを特徴とする請求項１あるいは請求項２に記載のプラズマＣＶＤ

装置。
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【請求項４】前記非接地電極に前記電力供給手段から電力を供給するための少なくと
も１以上の第１の給電点を設け、前記接地電極に前記電力供給手段から電力を供給
するための少なくとも１以上の第２の給電点を設け、前記電力供給手段から前記第１
の給電点と前記第２の給電点に供給される電力の電圧の位相差が１８０°であること
を特徴とする請求項１から請求項３のいずれか１項に記載のプラズマＣＶＤ装置。

【請求項５】前記電力供給手段は、高周波電源、インピーダンス整合器、平衡不平衡
変換器、第１及び第２の同軸ケーブル、第１及び第２の真空用電流導入端子、第１及
び第２の真空用同軸ケーブル及び第１及び第２の導電体で構成され、前記平衡不平衡
変換器の一方の出力端子は、第１の同軸ケーブル、第１の真空用電流導入端子、第１
の真空用同軸ケーブル及び第１の導電体を介して第１の給電点に接続され、他方の出
力端子は、第２の同軸ケーブル、第２の真空用電流導入端子、第２の真空用同軸ケー
ブル及び第２の導電体を介して第２の給電点に接続されるとともに、前記第１及び第２
の真空用同軸ケーブルの外皮導体同士が少なくともそれぞれの両端部で短絡されて
いることを特徴とする請求項１から請求項４のいずれか１項に記載のプラズマＣＶＤ装

置。
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【請求項６】前記高周波電源の出力の周波数は、３０ＭＨｚ～３００ＭＨｚの範囲
にあることを特徴とする請求項５に記載のプラズマＣＶＤ装置。

【請求項７】前記第１及び第２の真空用同軸ケーブルの外皮導体を磁性体で覆
い、かつ、電気的に短絡させるようにしたことを特徴とする請求項５あるいは請

求項６に記載のプラズマＣＶＤ装置。

【請求項８】前記非接地電極の前記第１の給電点に対向する前記非接地電極
の端部に、キャパシタンスを調整する位相調整器と電気的に接続するための少
なくとも１以上の第１の接続点を設け、前記接地電極の第２の給電点に対向す
る前記接地電極の端部に、前記キャパシタンスを調整する位相調整器と電気
的に接続するための少なくとも１以上の第２の接続点を設け、前記第１の接続
点及び前記第２の接続点と前記位相調整器を導電体で接続し、前記位相調整
器により前記電力供給手段から前記第１の給電点と前記第２の給電点に供給
される電力の前記非接地電極の端部及び前記接地電極の端部における反射
波の位相を調整するようにしたことを特徴とする請求項４から請求項７のいずれ

か１項に記載のプラズマＣＶＤ装置。
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【請求項９】請求項１から請求項８までのいずれか１項に記載のプラズマＣＶＤ装置に
よって形成される薄膜を含んでなることを特徴とする結晶シリコン系太陽電池。

【請求項１０】排気系を備えた反応容器と、前記反応容器に原料ガスを供給する原料
ガス供給手段と、互いに対向して設置された非接地電極と接地電極から成る少なくとも
一対の電極と、前記一対の電極に高周波電力を供給し前記一対の電極間に高周波プ
ラズマを発生させる電力供給手段と、被製膜基板が載置される基板保持手段とを備え
たプラズマＣＶＤ装置を用いるプラズマＣＶＤ方法において、前記被製膜基板と略一致
した形状を有する貫通孔を少なくとも１以上有し、前記貫通孔の開口の周辺に、前記被
製膜基板を保持するための基板保持部が設けられた誘電体製の基板保持手段を用
意し、前記誘電体製の基板保持手段を前記非接地電極と前記接地電極の略中間領
域に配置し、前記誘電体製の基板保持手段に被製膜基板を載置して、前記非接地電
極に備えられた複数の原料ガス噴出孔と前記接地電極に備えられた複数の原料ガス
噴出孔から原料ガスを噴出させて、所定の条件でプラズマを生成し、前記被製膜基板

の両面に薄膜を堆積させるようにしたことを特徴とするプラズマＣＶＤ法。
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